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Introducéo

Uma das preocupac¢des ambientais mais recentes
estd relacionada ao tratamento dos residuos
gerados pelas indUstrias galvanotécnicas
principalmente o lodo galvanico. Os residuos sélidos
galvanotécnicos vém sendo empregados em
formulagbes de fertilizantes e na producdo de
vidrados ceradmicos como corante, porém, ndo ha
ainda, um tratamento unanimemente aceito. Em
nosso laboratério, recentemente, vimos estudando o
comportamento eletroquimico de eletrodos de Pt-
Rh;se, modificados com Hg em solugdes contendo
Cu(ll). Resultados preliminares mostraram que o
eletrodo de Pt-Rhjse, modificado com Hg ¢é
eletroquimicamente estavel e propicia a deposicao e
redissolucdo de ions Cu(ll), em amostras padrées,
na condicdo de sub-potencial e na fase metalica.
Indicaram, também, comportamento similar entre
amostras padrdes contendo Cu(ll) e amostras de
residuo soélido tratado por HNO3;. O presente
trabalho objetiva o estudo do comportamento
eletroquimico de amostras do residuo sélido de
industria galvanotécnica da cidade de Limeira-SP
atacadas por acidos e mistura de acidos.

Resultados e Discussao

Amostras de 1g de residuo sélido galvanico, foram
abertas com: 1- HNOj3; 2- mistura de acidos HNO; :
HCI (1 : 3) e; 3 HCI; em todos os casos submetidas
a banho de ultra-som (30 min) / ebulicdo (10 min),
posteriormente filtradas e completado volume para
100 mL (bal@do). Os VCs foram obtidos em uma
célula eletroquimica de capacidade 10 mL de trés
eletrodOS' 1- trabalho, Pt-Rhise-Hg (0,40 cm?).;
2- referenua AQ/AQCIl, KNOgsay; 3 auxiliar de Pt
(1cm ) Os VCs foram realizados sobre eletrélito de
suporte de KNO; 1,0 mol L* e pH 1 com
incrementos de 50 niL (solugdo do residuo). A
Figura 1 apresenta os VC obtidos para as amostras
de residuo sdlido abertas em meio &cido: 1-
amostras abertas em HCI e HNO3zHCI (1:3)
apresentaram comportamento similar, apresentando
um conjunto de 3 picos na varredura catddica em A
(0,15V); B (0V) e C (-0,25V), e 3 picos na regiao
anddica D (-0,08v); E (-0,06V) e F (0,27V);
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2- amostras de residuo abertas empregando HNO3
apresentaram comportamento distinto com 3 picos
na regido catédica em A (0,15V), B ( -0,04V) e
C (-0,22V), e 2 picos em D (0 V) e E (0,15V) na
regido anddica. Comportamento, na presenca de CI
esta relacionado a formacao de espécies complexas
no meio reacional. O perfil dos VC da Fig.1 sao
semelhantes aos perfis obtidos para o estudo do
processo de deposicédo e redissolucéo de ions Cu(ll)
em matriz artificial.
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Figura 1. VCs obtidos para 0s processos de
oxidac&o e reducdo dos M™ do res. sélido (1000mL)
tratado por: 1- curva a) HNO3 P. A.; 2- curva b) HCI
P. A. e 3-curva c) HNO;z : HCI (1 : 3) (v=0,10V s )

Conclusdes |

Os resultados de VC evidenciaram comportamento
similares para as amostras abertas empregando
HCl e HNO3 : HCI (1 : 3) e distinto para as amostras
atacadas por HNOs;. Tal comportamento esta
associado a formacao de espécies complexas o que
permite a separacdo dos picos catédicos e
anddicos. Da mesma forma sdo concordantes com
os resultados obtidos para o sistema em matriz
artificial de Cu(ll).
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